
波形產生電路 

1. 振盪器（Oscillator）與波形產生器 

(1) 振盪器的原理 

回授方法：巴克豪森準則（電子電路內容） 

負電阻方法：弛張振盪器（工業電子內容） 

(2) 振盪器的波形 

弦波： 

非弦波：方波或脈波 

(3) 弦波振盪器 

a. 聲頻（低頻）：RC 元件 

RC 相移、韋恩（Wien）、T 型電橋 

b. 射頻（高頻）：LC 元件 

哈特萊（Hartley Oscillator）、考畢子（Coliptts Oscillator）、壓電晶體 

(4) 非弦波振盪器 

a. 方波 

多諧振盪、樞密特、NE555、邏輯電路 

b. 鋸齒波 

間歇振盪、負電阻、靴帶式 

c. 脈波 

負電阻（弛張振盪器） 

d. 三角波 

OPA 積分器 

範例練習： 

1. 一個只加上直流電源，不需輸入任何其他信號，即能有固定頻率輸出信號的電路，稱為  (A)放大器  (B)固定電壓源  (C)固定電流源  (D)

振盪器。 

2. 下列哪一種振盪器適用於高頻範圍？  (A)RC 相移振盪器  (B)韋恩電橋振盪器  (C)石英晶體振盪器  (D)無穩態多諧振盪器。 

3. 下列哪一種振盪器適用於音頻範圍且輸出信號為正弦波？  (A)單穩態多諧振盪器  (B)韋恩電橋振盪器  (C)石英晶體振盪器  (D)無穩

態多諧振盪器。 

4. 下列哪一種振盪器輸出信號為方波？  (A)單穩態多諧振盪器  (B)韋恩電橋振盪器  (C)石英晶體振盪器  (D)無穩態多諧振盪器。 

5. 下列哪一種振盪器是需要外加觸發信號才能發生振盪？  (A)單穩態多諧振盪器  (B)RC相移振盪器  (C)無穩態多諧振盪器  (D)史密特

振盪器。 

6. 石英晶體振盪器的主要優點是  (A)頻率穩定  (B)容易振盪  (C)振幅較大  (D)振幅穩定。 

7. 高頻率振盪器採用的是  (A)RC (B)RL (C)LC (D)RLC 網路。 

8. 低頻振盪器通常採用  (A)RC (B)RL (C)LC (D)RLC 網路。 

9. 如圖所示之鋸齒波，若欲放大此波形，則

所需最低的高頻響應  (A)1kHz  

(B)10kHz  (C)50kHz  (D)100kHz。 
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10. 如圖為電容式鋸齒波產生器，若欲得一

理想線性之鋸齒波，則應選擇多少時間

常數將 S2短路？  (A)RC  (B)0.9RC  

(C)0.5RC  (D)0.1RC。 
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11. 圖中為電晶體式鋸齒波產生器，電

容器 C充電之時間常數為   

(A)RBC  (B)rCE· C   

(C)RCC  (D)(RB+RC)C。 
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12. 如圖電路中，若將 R1

的阻值調高，則   

(A)鋸齒波振幅變大   

(B)鋸齒波振幅變小   

(C)不會改變   

(D)以上皆非。 
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13. 如圖電路中，若將外加電源電

壓 Vin提高，則鋸齒波頻率將   

(A)提高   

(B)下降   

(C)沒有影響   

(D)以上皆非。 
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14. 如圖電路的名稱是   

(A)無穩態多諧振盪器   

(B)樞密特觸發器   

(C)間歇振盪器   

(D)單穩態多諧振盪器。 
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15. 如圖所示，若增加射極電阻 RE

的值，則   

(A)振盪振幅加大   

(B)振盪振幅減少   

(C)頻率提高  

(D)頻率降低。 
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16. 關於間歇振盪器的敘述，下列何者為錯誤？  (A)又稱阻塞振盪器  (B)利用高耦合係數的變壓器完成回授  (C)在導電時間可接受外在控

制  (D)在截止時間方可接受外在控制。 

17. 間歇振盪器通常應用於  (A)示波器的掃描產生器  (B)R、F 訊號產生器  (C)電視機的垂直掃描振盪器  (D)A、F 訊號產生器。 

18. 如圖所示，電路的截止時間

可由哪些零件來控制？(A)

二極體 D(B)變壓器 T 

(C)R1C1(D)以上零件皆可

以。 
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19. 如圖所示，二極體 D的功用是   

(A)提高振盪頻率   

(B)提高輸出振幅   

(C)降低頻率   

(D)保護電晶體。 
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解答  【1】D【2】C【3】B【4】D【5】A【6】B（A 較好）【7】C【8】A【9】A【10】D【11】C【12】A【13】A【14】C【15】D

【16】C【17】C【18】C【19】D 

 

2. 回授式振盪器原理 

(1) 觀念說明 
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i  振盪（飽和、方波） 不振盪 不振盪 不振盪 振盪（弦波） 

(2) 放大器分為兩類 

a. 反相放大器： 

A

  

A<0 

β網路需倒相 1800，才能達到正回授 

除韋恩及雙 T 型振盪兩者其餘屬於此類 



b. 非反相放大器： 

A

  

A>0 

β網路不需倒相 

韋恩及雙 T 型振盪兩者屬於此類 

(3) 巴克豪森準則（振盪條件） 

 

※所有正弦振盪電路，其振盪頻率全可由”回授網路”中求出 

(4) 正負回授 
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範例練習： 

1. 何謂巴克豪森準則？  (A)－A =1∠0°  (B)A =1∠0°  (C)－

A =1∠180°  (D)A =1∠90°。 

2. 一個振盪器欲維持振盪，其基本放大器之增益為 A，回授因數

為，則須  (A)
A


－1  (B) A－1  (C) A－1  (D)

A




－1。 

3. 振盪器的頻率通常以  (A)RC 決定  (B)LC 決定  (C)回授網路

決定  (D)放大倍數決定。 

4. 若反饋放大器的增益是 Af=
A

1 A 
，則自激振盪的條件是 A 等

於  (A)1∠180°  (B)1∠0°  (C)－1∠180°  (D)1∠90°。 

5. 正回授的作用可使  (A)電路的工作更為穩定  (B)電路產生振

盪  (C)頻帶寬加大  (D)使放大率減少。 

6. 在調整一個實用振盪器時，必須令環路增益 A   (A)確等於 1  

(B)正反饋而大小不拘  (C)略大於 1.0  (D)符合臨界振盪

(critical oscillator)。 

7. 某一放大器，其正回授百分數 =0.02，欲使其振盪，則 AV 值應

為若干？  (A)50  (B)60  (C)70  (D)80。 

解答  【1】A【2】C【3】C【4】A【5】B【6】C【7】A 

3. 補充（負電阻振盪） 

(1) 單接面電晶體（UJT：Unijunction Transistor） 
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     結構             等效電路           符號                  特性曲線   DBBP VVV   

(2) 振盪電路 
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               振盪電路                                         波形圖 

(3) 公式 

小可得振盪條件之增益大令實部為率令虛部為零可得振盪頻求出轉移函數

或則發生振盪得若觀念說明中得知由
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(4) 振盪條件 
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4. 低頻振盪 

(1) RC 相移振盪 

a. OPA 相位超前 
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回授網路要造成 180 度相位移，因此最少需

要三層 RC 濾波電路，上圖中由於負載效應，

因此在 Vo 端會看到一個電阻 R1=R 
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回授網路之電阻電容位置調換，稱為相位落後振盪電路，因回授網路

無法隔離直流，易造成電路不穩定較少使用，推導方式同上，可得其

振盪頻率為
RC

fo
2

6
 ，所需震盪增益為 29
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b. JFET 相位超前 

Vdd

R
JFET

Rd

RR

CCC

 

R
JFET

Rd

RR

CCC

Vo
Va

Vi

 

    RCR

C

R

X

jV

V

a

o






1

1

651

1
32




 其中  

   
  ddm

i

a

a

o Rrg
jV

V

V

V
A //

651

1
32







  

振盪條件 

（1）Im（-βA）=0α3－6α=0 6
1


RCo



62

1

RC
fo


  

（2）Re（-βA）|fo≧1    1//
651

1



ddm Rrg    29//  ddm Rrg  

回授網路之電阻電容位置調換，稱為相位落後振盪電路，因回授網路無法隔離

直流，易造成電路不穩定較少使用，推導方式同上，可得其振盪頻率為

RC
fo

2

6
 ，所需震盪增益為   29//  ddm Rrg  

c. BJT 相位超前 
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振盪條件 
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採用電晶體回授網路的輸出端就會因為低輸入阻抗（hie）而產生相當

的負載效應，第三節 RC 濾波電路電阻值即為等效電阻 

範例練習： 

1. 電晶體 CE 線路，用三節 RC 移相式振盪器，每一節各產生幾度

移相？  (A)30°  (B)60°  (C)90°  (D)120°。 

2. 電晶體的 RC 相移振盪器，可以輸出  (A)正弦波  (B)方波  (C)

鋸齒波  (D)脈波。 

3. 在 RC 相移振盪器中；若主動元件為 FET，則其振盪頻率 f=  

(A)
1

2 3RC
  (B)

1

2 6RC
  (C)

1

2 10RC
  (D)

1

2 RC
。 

4. 在 RC 相移振盪器中；若主動元件為 FET，欲使 FET 之增益滿

足振盪，則 A 必大於
1


，即  (A)A>27  (B)A>26  (C)A>28  

(D)A>29。 

5. 若 RC 相移振盪器，主動元件為電晶體；當 RC=R 時，則 f=  

(A)
1

2 3RC
  (B)

1

2 6RC
  (C)

1

2 10RC
  (D)

1

2 RC
。 

6. 一 RC 相移振盪器，如圖所示；若

R'+Ri=R，hie=2kΩ，R1=20kΩ，R2=80k

Ω，R=8kΩ，C=0.003 F，RC=10k

Ω，求 f=  (A)2000Hz  (B)2500Hz  

(C)3200Hz  (D)4000Hz。 
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7. 如圖為 RC 相移振盪器，試

問該振盪器為何類放大？   

(A)甲類  (B)乙類   

(C)丙類  (D)丁類。 
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8. 如圖為 RC 相移振盪器，其振

盪頻率約為(RL=R)  

(A)f=
2

1

RC
  (B)f=

1

2 RC 10
   

(C)f=
1

2 RC
  (D)以上皆非。 

   

C

R R

C C

V =10VCC

R=10kL

R=RL

R=R'+hie

R'

 

9. 如圖為 RC相移振盪器，所用

電晶體的 hfe值應在  （hoe，hre

忽略不計）(A)26  (B)46   

(C)36  (D)56。 

  

C

R R

C C

V =10VCC

R=10kL

R=RL

R=R'+hie

R'

 

10. 如圖所示電路的 Vo與 Vi間，相移角度最

大範圍是  (A)0°< <90°  

(B)0°< <180°  (C)0°< <270°  

(D)0°< <360°。 

  

R

C

R R

C C
+ 

_

+ 

_

Vi

 

11. 一 RC 相移振盪器，如圖所示；

若 R'+Ri=R，hie=2kΩ，R1=20k

Ω，R2=80kΩ，R=8kΩ，

C=0.003 F，RC=10kΩ，求電

晶體之最小 hfe=  (A)41.2  

(B)51.2  (C)56  (D)62.45。 

       

R 1

R 2

R '

R

R E C E

C

R C

V C C

R

C C

 

12. 如圖為一運算放大器之相移振盪

器，其 Rf不知道數值；當 Ri為 1k

Ω時，求 Rf至少應為多少才會振

盪？  (A)25kΩ  (B)27kΩ  

(C)29kΩ  (D)31kΩ。 

 

_

Ri

Rf

+VCC

VEE R

C
OP-Amp

R R

C C

 

  解答  【1】B【2】A【3】B【4】D【5】C【6】A【7】

A【8】B【9】D【10】C【11】B【12】C 



(2) 韋恩電橋（Wien-bridge oscillator） 

C2

C1

R2

R1

R4

R3

-

+Vi

Vf

Vo
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震盪條件 

（1）Im（-βA）=0R1R2=XC1XC2

21212

1

CCRR
fo


  

（2）Re（-βA）|fo≧1
 

11
4

3

122221

22 











 R

R

XRXRXR

XR

CCC

C 

1

2

2

1

4

3

C

C

R

R

R

R
  

若 R1=R2=R、C1=C2=C 則
RC

fo
2

1
 ， 2

4

3 
R

R
，Av=3，-β=

3

1
 

範例練習： 

1. 如圖之韋恩橋式(Wien bridge)振盪器產生

振盪時，下列特性何者錯誤？  (A)振盪頻

率為
1

32
×10

5
Hz  (B)輸出電壓振幅大小為

OP 之正負飽和值  (C)電阻比 2

1

R

R
=1  (D)

此迴路增益為一實數，相位角為零。 

+ 

_
R1

R2

16nF

10kΩ16nF10kΩ

Vo

 

2. 如圖所示之韋恩振盪器，若 R1=R2=R，

C1=C2=C，且 R3 2R4，則其振盪頻率 fo為

(A)
1

RC
(B)

1

RC
(C)

1

2 RC
(D)

1

2 RC
。 

 

+ 

_
R1

C1

R2

R3

R4
C2

Vo

理想OPA

 

3. 如圖所示振盪器電路，其振盪頻率為

多少Hz？  (A)
1

2 RC
  (B)

1

2 RC
  

(C)
a

1

2 R C
  (D)

a

1

2 R C
。 

 
+ 
_

R

R

C

Ra
2Ra

Vo

C

 

4. 若韋恩電橋中之負回授量大於正回授量，則振盪  (A)繼續  (B)

增強  (C)振幅減小  (D)停止。 

5. 在韋恩電橋振盪器中，最大正回授量為  (A)
1

2
  (B)

1

3
  (C)

1

4
  

(D)
2

3
。 

6. 如圖所示，求其振盪頻率=  

(A)f=
1 2 1 2

1

2 R R C C
(B)f=

1 1 2 2

1

2 R C R C
(C)f=

1

4 RC
(D)f=

1

6 RC
。 

 

+ 

_
R1

C1

R2

R3

R4
C2

Vo

 

7. 如圖所示，若 R1=R2=R，C1=C2=C，則

f=  (A)f=
1

2 RC
(B)f=

2

1

2 RC R C
  

(C)f=
1

4 RC
  (D)f=

1

6 RC
。 

 

+ 

_
R1

C1

R2

R3

R4
C2

Vo

 

8. 圖中有二條回授路徑，R3、

R4是  (A)正回授  (B)負

回授  (C)可正、可負回授  

(D)以上皆非。 

    

+ 

_
R1

C1

R2

R3

R4
C2

Vo

 

  解答  【1】C【2】C【3】A【4】D【5】B【6】A【7】A【8】

B 

5. 高頻震盪 

一般震盪電路型式 
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震盪條件 

（1）Im（-βA）=0X1+X2+X3=0 

（2）Re（-βA）|fo≧1
 

1
22

21 
 XX

XXAv
 1

2

1 
X

X
Av  

則 X1 與 X2 需為同性質，可分為哈特萊（Hartley Oscillator）及考畢子



Z2

Z3

Z1

Vi Vo

Ro

AvVi

VA

 

（Coliptts Oscillator）兩種 

哈特萊（Hartley Oscillator） 

  1

2

21

2132211

2

1

0
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CLL
f

C
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XLXLX
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則若
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考畢子（Coliptts Oscillator） 
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範例練習： 

1. 如圖所示為一   

(A)考畢子振盪器   

(B)韋恩電橋振盪器   

(C)布朗遜振盪器   

(D)哈特萊振盪器。 

   

Cb1

G

S

L2

RFC Cb2

L3
CS

VDD

C1

D  

2. 如圖所示電路中 Cb1，Cb2的作用是   

(A)濾波電容   

(B)LC 槽路的儲能電容   

(C)橋式中和用電容   

(D)訊號耦合及直流阻隔用電容。 

 

Cb1

G

S

L2

RFC Cb2

LS
CS VDD

C1

D

RS

 

3. 如圖所示，若忽視電晶體之極

間電容量，且 LT為諧振電路總

電感量，則其振盪頻率 fo之值

約為  (A)fo=
T b1

1

2 L C
  

(B)fo=
T b 2

1

2 L C
  

(C)fo=
T b1 b 2

1

2 L (C C )  
  

(D)fo=
T 1

1

2 L C
。 

   

Cb1

G

S

L2

RFC Cb2

LS
CS VDD

C1

D

RS

 

  解答  【1】D【2】D【3】D 

 

(1) 哈特萊（Hartley Oscillator） 

L2

C

L1 L2
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C

L1
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主動元件改 BJT 亦同 

  1
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
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2

21 22

1
且
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範例練習： 

1. 如圖所示電路，哪一顆電容的

主要功能是用來控制振盪頻

率？   

(A)Cb  

(B)Cc   

(C)CE   

(D)Cl。 

     VCC

R1

Rc Cc

Cb

R2 RE CE

L1 L2

C1

 

2. 如圖所示之電路表哈特萊(Hartley)

振盪電路，則   

(A)Z1為電阻，Z2為電感，Z3為電容   

(B)Z1、Z2為電容，Z3為電感   

(C)Z1、Z3為電感，Z2為電容   

(D)Z1、Z2為電感，Z3為電容。 

   

+ 

_

Z1

Z2

Z3

V o  

  解答  【1】D【2】D 

 



(2) 考畢子（Coliptts Oscillator） 

C2

L

C1
C2

L

C1

 

主動元件改 BJT 亦同 
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1
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
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範例練習： 

1. 如圖所示電路為哪一種振盪器？  

(A)韋恩振盪器   

(B)哈特萊振盪器  

(C)晶體振盪器   

(D)考畢子振盪器。 

+ 

_

OPA

R F

R 1

VR

C 1 C 2

L

V o

 
2. 如圖是一個振盪電路的交流部分，下列

敘述何者正確？  (A)它是考畢子

(Colpitts)振盪器  (B)它是哈特萊

(Hartley)振盪器  (C)它只適用於低頻

振盪，不能用於高頻振盪  (D)它的振盪

頻率為
1 2

1

2 L(C C ) 
。 

  

C1

C2

L

 

  解答  【1】D【2】A 

(3) 石英晶體震盪器（quartz oscillator） 

C
M

L

C
S

R
S 

 0SR電抗

P

S



Z

串聯諧振 並聯諧振  

串聯諧振：f 低 CM 很小（金屬電極）XCM 斷路，諧振頻率為

SLC
f

2

1
 ，若要激勵晶體在串聯諧振模式下工作，與反

饋路徑接成串聯。 

並聯諧振：f 高 CM 不可忽略，CM 與 CS 先並聯，諧振頻率為

MS

MS

CC

CC
L

f








2

1
，若要激勵晶體在並聯諧振模式下工

作，與反饋路徑接成並聯。 

 

範例練習： 

1. 石英晶體控制振盪器優於 LC 振盪器者為  (A)振盪範圍廣  (B)

電路結構簡單  (C)振盪頻率穩定  (D)振盪頻率容易變更。 

2. 如圖所示之電路屬於  (A)考畢子

(Colpitts)並聯模式(Parallel-mode)   

晶體振盪電路  (B)考畢子串聯模式

(Series-mode)晶體振盪電路  (C)哈

特萊(Hartley)並聯模式晶體振盪電

路  (D)哈特萊串聯模式晶體振盪電

路。 

  VCC

R1

R2 RE

C1

C2

旁
路
電
容

VCC

L

 

3. 石英晶體之等效電路如圖所示，其

並聯與串聯諧振之頻率比為  

(A) S

P

C
1

C
   (B) S

P

C

C
  

(C) P

S

C
1

C
   (D) P

S

C

C
。 

 CS L R

CP

 

4. 如圖振盪器工作時，石英晶體是呈   

(A)電阻性  (B)負電阻性  (C)電

容性  (D)電感性。 

   
A

C

石英晶體

C

 

5. 晶體振盪器的石英晶體之用途為  (A)放大  (B)回授  (C)儲能  

(D)穩定偏壓。 

6. 石英晶體的零阻抗發生於  (A)串聯諧振頻率  (B)並聯諧振頻

率  (C)串、並聯諧振頻率  (D)以上皆不可能。 

7. 石英晶體中以  (A)Y 切割  (B)X 切割  (C)AT 切割  (D)BT 切

割  較適宜作振盪晶體。 

8. 石英晶體的 AT 切割因為具有  (A)零溫度係數  (B)正溫度係數  

(C)負溫度係數  (D)正、負溫度係數  故較適宜作晶體振盪元

件。 

  解答  【1】C【2】B【3】A【4】D【5】C【6】A【7】C【8】

A 

 



6. 多諧震盪 

(1) 無穩多諧震盪 

a. 電晶體 BJT 電路型式 
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動作條件： 122211 RRRR CC   及  

Q1 off 時，C1 會經 RC1 充電而會在 RC1 上產生一壓降，所以 Q1 集極電

壓無法立即上昇至 VCC而產生圓角現象，改良方法如左側下右圖 

 

 

 

b. NOR Gate 組成之不穩態振盪器 
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範例練習： 

1. 如圖是一電晶體   

(A)多諧振盪器   

(B)正反器   

(C)RC 相移振盪器   

(D)韋恩橋式振盪器。 

  VCC 

2. 欲使圖無穩態多諧振盪器

振盪，則 Q1之 hfe至少應大

於  (A)10  (B)22  (C)30  

(D)45  (E)60。 

 

V01 V02

Q1 Q2

1k 10k 30k 470Ω

C1 C2

+VCC  

3. 如圖所示，是哪一種振盪器？   

(A)石英晶體振盪器   

(B)RC 相移振盪器   

(C)韋恩電橋振盪器   

(D)無穩態多諧振盪器。 

  

 解答  【1】A【2】C【3】D 



c. OPA 電路型式 
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範例練習： 

1. 如圖所示之方波振盪電路，下列敘述何

者錯誤？  (A)C 之數值增加，則振盪

頻率下降  (B)R2之數值增加，則振盪

頻率增加  (C)對實際 OPA 而言，Vo之

峰對峰值接近 2VCC  (D)對實際 OPA 而

言，Vo之工作週期(duty cycle)約為 50

％。 
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+VCC

Vo

R

VCC
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2. 如圖所示之方波振盪電路，如 Vo

之最大值為±12V，R1=R2=10kΩ，則

跨於電容器兩端電壓之最大值約

為何（不計正負號）？  (A)1V  

(B)3V  (C)6V  (D)12V。 
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Vo
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  解答  【1】B【2】C 

 

(2) 單穩態多諧震盪 

a. 電經體組成之單穩態振盪器 

Ct

Rt

DR2

+Vcc

Q1 Q2

R1

R Rc2Rc1 C1
C

Vi

Vc2Vc1

 

 

  RCteVVV

tVonQVV

eVVVtV

VtVVV

onQoffQ

offQonQonQoffQ

RC

t

CCCCCC

CB

RC

t

CCCCCCC

CCBCCB

693.00

0)(,26.0

)(

)(,)0(

21,

21,21

2

22













所需時間即為脈波時間求為時當

最終穩態觸發瞬間

為而為最終

為而為觸發信號進入時為而為初始狀態

 

b. NOR Gate 組成之單穩態振盪器 
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(3)  



(4) 雙穩態多諧震盪 
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7. 樞密特觸發電路 

(1) 電晶體組成 
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範例練習： 

1. 如圖，Q1、Q2的導通 VBE偏壓與飽和 VCE(sat)

偏壓分別為 0.5V 與 0V，求此電路的上臨界

電壓 VUT為多少伏特？(A)4.5 (B)3.5 

(C)1.5 (D)0.5 V。 

 

  解答 【1】A 

 

(2) OPA 組成 

反相樞密特觸發電路 
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反相樞密特觸發電路 
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非反相樞密特觸發電路 
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範例練習： 

1. 下列哪一種振盪器是需要外加觸發信號才能發生振盪？  (A)單

穩態多諧振盪器  (B)RC 相移振盪器  (C)無穩態多諧振盪器  

(D)史密特振盪器。 

  解答  【1】A 

 



8. 555 計時器 
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(2) 單穩態多諧電路 
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範例練習： 

1. 555 是一個具有幾支接腳的積體電路？  (A)8 支  (B)14 支  

(C)16 支  (D)20 支。 

2. 555 當哪一腳的電壓高於
2

3
VCC時，第 3 腳輸出為低電位？  (A)

第 2 腳  (B)第 4 腳  (C)第 6 腳  (D)第 8 腳。 

3. 555 當哪一腳的電壓低於
1

3
VCC時，第 3 腳輸出為高電位？  (A)

第 2 腳  (B)第 4 腳  (C)第 6 腳  (D)第 8 腳。 

4. IC 555 定時器的內部結構不包含以下何者？  (A)一個放大器  

(B)兩個比較器  (C)一個正反器  (D)一個集極開路 NPN 電晶

體。 

5. 555 定時 IC 之最大供給或吸入電流為  (A)16mA  (B)400A  

(C)160mA  (D)200mA。 

6. 555 定時 IC 可製作  (A)非穩態電路  (B)雙穩態電路  (C)史密

特電路  (D)以上皆可。 

7. 555 IC 之 RESET（重置）腳於不使用時應接至  (A)+VCC  

(B)GND  (C)TRIGGER 腳（第 2 腳）  (D)THRESHOLD（第 6

腳）。 

8. 

如圖所示由 IC 555 所組成的電

路，若 R1=100kΩ，C1=100μF，

當按鈕開關 SW 按一下後放開，

則LED約亮多少時間後又熄滅？  

(A)1.1 秒  (B)6.93 秒  (C)10

秒  (D)11 秒。 
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9. 555 定時 IC 可適用之電壓範圍為  (A)4.75～5.25V  (B)3～18V  

(C)4.5～16V  (D)－15～+15V。 

  解答  【1】A【2】C【3】A【4】A【5】D【6】A【7】A

【8】D【9】C 

 



9. 方波、三角波產生器 
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範例練習： 

1. 如圖所示，如電路發生振盪時，

則 Vo輸出波形為  (A)方波  (B)

梯形波  (C)正弦波  (D)不規則

波形  (E)三角波。 
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R C

Vo

 

2. 如圖所示，設 R1=30kΩ，R2=10k

Ω，R=15kΩ，C=0.1μF，求 e2之

極大值為多少伏特？  (A)5V  (B)

－5V  (C)3V  (D)－3V。 
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  解答  【1】E【2】A【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】

【14】【15】 

 


